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Наименование Структура Uкбо Uкэг Uкэо Iк макс.А h21э,min Fгр. Pк, Корпус
макс, В макс, В макс, В МГц Вт

S 8550 PNP 40 	 	 2 85 100 1 TO92
SS 9011 NPN 	 	 30 0,03 198 370 0,4 TO92
SS 9014 NPN 	 	 45 0,1 1000 270 0,45 TO92
SS 9015 PNP 	 	 45 0,1 600 190 0,45 TO92
TIP 102 NPN с Darl 100 	 	 8 1000 4 80 TO220AB
TIP 107 PNP с Darl 100 	 	 8 1000 4 80 TO220AB
TIP 110 NPN с Darl 60 	 	 4 500 25 50 TO220AB
TIP 112 NPN с Darl 	 	 	 4 500 	 50 TO220AB
TIP 120                               TO220 NPN с Darl 	 	 	 5 1000 	 65 TO220AB
TIP 121                               TO220 NPN с Darl 80 	 	 5 1000 4 65 TO220AB
TIP 122                               TO220 NPN с Darl 100 	 	 5 1000 4 65 TO220AB
TIP 125                               TO220 PNP с Darl 60 	 	 5 1000 4 65 TO220AB
TIP 127                               TO220 PNP с Darl 100 	 	 5 2500 4 75 TO220AB
TIP 142 NPN с Darl 60 	 	 10 500 4 125 TO218
TIP 145 PNP с Darl 100 	 	 10 500 4 125 TO218
TIP 147 PNP с Darl 100 	 	 10 500 4 125 TO218
TIP 29C NPN 100 	 	 1,05 15 3 30 TO220AB
TIP 3055 NPN 100 	 	 15 	 	 90 	
TIP 31         (КТ 817 А) NPN 80 	 	 3 10 3 2 TO220AB
TIP 31B      (КТ 817 В) NPN 120 	 	 3 10 3 2 TO220AB
TIP 31C      (КТ 817 Г)      TO220 NPN 100 	 	 3 20 3 40 TO220AB
TIP 32C      (КТ 816 Г)      TO220 PNP 100 	 	 3 25 3 40 TO220AB
TIP 34C PNP 110 	 	 10 25 3 80 TO218
TIP 35C NPN 100 	 	 25 15 3 125 TO218
TIP 36C PNP 100 	 	 25 15 3 125 TO218
TIP 41C      (КТ 819 Г)      TO220 NPN 110 	 	 6 20 3 65 TO220AB
TIP 42A PNP 100 	 	 6 15 3 65 TO220AB
TIP 42C                               TO220 PNP 110 	 	 6 20 3 65 TO220AB
TIP 50                                  TO3P PNP 	 	 400 1 150 5 40 TO220AB
UN 1114 PNP 50 	 	 0,1 80 	 0,4 SOT23
UN 2114 SMD NPN 50 	 	 0,1 80 	 0,2 SOT23

ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ ИМПОРТНЫЕ

Новая серия MOSFET транзисторов
со сверхнизким Rси.

MOSFET транзисторы с аналоговым управлением:

MOSFET транзисторы с логическим уровнем управления:

HUF75 и HUF76 серии выполнены по UltraFET™
технологии.

• Серия HUF75 управляется аналоговым сигналом, 
HUF76 	 логическим.

• Минимальное сопротивление канала в открытом
состоянии 0,007 Ом 	 0,075 Ом.

• Диапазон напряжений от 30 до 200 В, тока от 5 до 75 А.

• Время переключения от 45 до 145 нс.

• Управление питанием в системах носимой, мобильной
аппаратуры с батарейным питанием.

• Конвертеры напряжения.

• UPS, электрические инструменты, скоростные
манипуляторы.

• Регуляторы мощности.

Intersil UltraFET

SMD

Упаковка
на ленте

Тип

Корпус:
Р3: ТО	220
G3:   ТО	247
S3S:  ТО	262/263
D3S: ТО	251/252
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В,исV A,)xam(I ,мО)ркто(исR
В5=V 022GOT 362GOT 252GOT

03 57 900,0 3P73167FUH S3S73167FUH
03 57 110,0 3P23167FUH S3S23167FUH
03 02 610,0 S3D92167FUH
03 65 610,0 3P92167FUH S3S92167FUH
03 74 120,0 3P12167FUH S3S12167FUH
06 17 410,0 3P93467FUH S3S93467FUH
06 46 710,0 3P73467FUH S3S73467FUH
06 55 910,0 3P23467FUH S3S23467FUH
06 65 120,0 3P32467FUH S3S32467FUH
06 44 520,0 3P92467FUH S3S92467FUH
06 02 720,0 S3D92467FUH
001 07 510,0 3P54667FUH S3S54667FUH
001 05 720,0 3P93667FUH S3S93667FUH
001 83 630,0 3P33667FUH S3S33667FUH

TO G 220 TO G 263 TO G 247 TO G 252

ОСОБЕННОСТИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

НОВАЯ СЕРИЯ МОЩНЫХ ПОЛЕВЫХ
ТРАНЗИСТОРОВ

В,исV A,)xam(I ,мО)ркто(исR
В01=V 022GOT 362GOT 742GOT

55 57 700,0 3P54357FUH S3S54357FUH 3G54357FUH
55 57 800,0 3P44357FUH S3S44357FUH 3G44357FUH
55 57 900,0 3P34357FUH S3S34357FUH 3G34357FUH
55 57 210,0 3P93357FUH S3S93357FUH 3G93357FUH
55 57 410,0 3P73357FUH S3S73357FUH 3G73357FUH
55 66 610,0 3P33357FUH S3S33357FUH 3G33357FUH
55 06 910,0 3P23357FUH S3S23357FUH 3G23357FUH
55 94 420,0 3P92357FUH S3S92357FUH 3G92357FUH
08 57 010,0 3P54557FUH S3S54557FUH
001 57 800,0 3G25657FUH
001 57 410,0 3P54657FUH S3S54657FUH
001 65 520,0 3P93657FUH S3S93657FUH 3G93657FUH
001 44 030,0 3P73657FUH S3S73657FUH
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